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5. MR6Z, E. CHRZANOWSKI, A. MRÓZ i C- KOZIOŁ:"Wykorzystania wtórnej amisji 
elektronów, spektroskopii elektronów Augera i dyfrakcji powolnych elektronów 
do badania składu chemicznego i doskonałości powierzchni nonokryształów 
krzenu* 

Oednorodność powierzchniowej warstwy krystalicznej próbki krzenowej była kon-
trolowana przez poniar rozkładu wtórnej eaisji elektronów na powierzchni. 
Jednocześnie zastosowano spektroskopię elektronów Augera do określenia składu 
chenicznego obszarów niejednorodności i do badania procesów utleniania i czy-
szczenia. 

Struktura krystaliczna warstwy powierzchniowej była sprawdzana netod« dyfrak-
cji powolnych elektronów. Połączenie tych trzech netod okazało się bardzo 
użyteczne. < 

A. BAOOR, G. ADAMKIEWICZ:*Zast080wanie forauły Robertsona do wyznaczenia 
wielkości naprężeń w nateriałach półprzewodnikowych" 

W pracy przedstawiono wyniki badai^ nożliwości zastosowania formuły 
6. Robertsona do wyznaczania wielkości naprężeń w materiałach półprzewodni-
kowych w układzie polaryskopu liniowego z więzkę szerokopaamowę. Badano 
rozkłady wielkości naprężeń wzdłuż średnic płytek Si. GaP i GaAs. Stwierdzono 
Jakościowę zgodność rozkłedów naprężeń wyliczonych z zależności słusznych 
dla więzki szerokopasmowej i z formuły Robertsona, przy względnej różnicy 
wyników w poszczególnych punktach pomiarowych od kilku do ponad stu procent. 

L. HOZER. H. KOZŁOWSKA:"Rozmieszczenie dodatków tlenkowych w tworzywie wa-
rystorowym na bazie ZnO" 

W precy opisano wyniki badań warystorów na bazie ZfiO« za pomocę mlkrosondy 
alektronowej. Porównywano mikrostrukturę warystorów wytworzonych w ZWAR -
Warszawa oraz warystorów firmy Siemens. Nie stwierdzono istotnych różnic 
pomiędzy badanymi próbkami. 
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S. MR6Z, E. CHRZANOWSKI, A. MR6Z and C. KOZIOŁ:"Application of secondary 
electron eoieslon. Auger electron spectroscopy and low-energy electron 
diffraction In the Investigation of perfection of a slllclum crystal surface" 

Honogenelty of the surface layer of the crystalline slllclun sanple was 
controlled by measurenent of the secondary electron enlsslon distribution 
along the surface. Slnultaneously, Auger electron spectroscopy was used for 
deternlnatlon of the chenlcal conposltlon of the InhoBogenelty regions and 
for investigation of the oxidation and cleaning processes. 
Crystalline structure of the surface layer was tested by low-energy electron 
diffrection nethod. 
Coabination of three oethods nentloned above was found to be very useful. 

A. BA30R, G. ADAMKIEWICZ I"The use of Robertson's foraula for the evaluation 
of stress in seoiconductor materials" 

The possibility of using Robertson's formula to evaluate stress in seaicon-
ductor naterials has been studied. The stress along the diameters of Si, Gap 
and GWVs samples was measured in the plane polariscope by the photometric 
method using wide-band radiation. A qualitative agreement was obtained 
between stress distributions calculated from Robertson's formula and from 
the formulee derived for wide-band radiation photometric method, whereas 
in the individual measuring points the difference of calculated stress 
values exceeded 100 percent. 

L. HOZER. H. KOZŁOWSKA: tlxlde additions distribution in ZnO based varistor 
ceramics" 

Results of investigation of ZnO varistor ceramics by electron nlcroprobe are 
discussed. Mlcrostructures of varlstors made in ZWAR - Warsaw and commercial 
varlstors are compared. Authors have not observed any significant differences 
between the samples examined. 
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C. ?.ÎP03, 3 . KiíAHOBCIÍH, A. MP03, H. K 0 3 i j i : "Mcn0Jib30BaHHe BiopHMHO» 3JieKTpoHHoa 
3MHCCHH, CneKXpOCKOnHH Qxe aJieKTpOHOB H AH<{l0paKi;HH MeAJieHHUX SJieKTpOHOB B H3y-
veHtiH XHMHiecKoro o o c T a s a h copepnreHCTBa nosepxHOCiH uoHOKpHciaMOB KpełiHHa" 

OflHOpOflHOCTŁ nOBepXHOCTHOrO CJIOÄ XpeMHHeBHX MOHOKpHCrajIJIHleCKHX 06pa3I10B ÓUJia 
npoBepena nocpeacTBOM HsyieHHH pacnpefleaeHUÄ b t o p h i h o ö 9aeKTpoHHoö smhcchh Bflojit 
noBepxHOCTH oÖpasnoB. OiHOspeueHHO npHMeaajiacb cneKipocKonoa Oxe oaeKTpoHOB äjih 
onpeAe^ieuKü XHMB^ecKoro c o c x a B a oS i iac ieü c ue0AK0p0;;H0Cii>K> suhcchh h H3yqeaHH 
npoueccoB okhcjisiíhh h omhctkh otípaaiíOB. KpHCTaajiHHecKa« c i p y K i y p a nosepxHOCTHoro 
CAOA KOHTpo;iEpoBajiaci> XK^jipaKifeä ueAJieuHUx 3JieKTp0H0B. 

CoteiaHHe s t h x i p e x mgtoaob b npose^eKHott p a ö o i e OKaaaJiocL oieHi. no;ieaHhni. 

A. BA-iOP, r . AMAlKESMM:"»icn0.iŁ30BaHKe ^puymi PoCepicoHa ä m onpejiejieHM BejHtinHK 
HanpaxeHHÜ b nojiynpoBOÄHHKOBHX MaiepHaJiax" 

HcoaeflOBaHO BC3M0XH0cib Hcn0JiŁ30BaHHH (î)opMymii r , PoÖepicoHa Aaa onpefle;ieHna s e j i a -
VHHH KanpaaieHHft b no,nynpo3OÄHHK0BHx MaiepHajiax Ha yciaHOBKe jiHHeöHoro noJiHpHCKona 
c mHpoKonoJiocHUu nyvKou. HsuepeHO paccnpe^eJteKUfl BeJ!HVHHU uanpaxeHutt BAOJib Ana~ 
MeipoB njiacTHHOK S i , GaP h GaAs. noj iyíeno KanecTBeHRoe cooTseicTBHe uex^y p a c -
cnpe^ejieHHeM HanpH*eHiifi BHiHCJtëHHUu no ^opwyjie xJia umpoKOno.iocHoro nyMKa h no 
íwpuyjie PoÔepïCOHa, npii OTHCCHie-ibHoä pasHHUü p e a y ^ b i a i O B b HaMepHiejiBHiix 
nyHKTax o t HecKo;ibKHX ąo 6oxee 100 npoiłeHTOB, 

JI. X03EP, X . K03JI0BCKA:" PacnpeflSJieHHe okhchlix npiMeceS b BapKCiopKOM uaiepHajie 
Ha OCKOBe OKHCH UKKKa 

B paÖOTs onHcaHH p e s y x b i a i H iiccaeflOBaHHÍ? sapnCTopoB na ochobo okhch UHHKa c noMo-
mbB 3JleKTpOHHOrO MHKpO30I«a . 
CpaBHHDajiacŁ MłncpocTpyKiypa sapncTopoB, HsroiOBJieHHHX b 3BAP b Baprnaae h BapKC-
TopoB iJHpuH CHMEHC. He oöHapyxeHO 3Ha«iHTe;iŁHKX pasjJHiHit wescAy HCcaeAyeMüMH 
oÖpasuauH. 
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKÓW ITME 

dr inż. Leszek HOZER 

st. asystent w Zakładzie Ceramiki 1 Złączy ITME 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szymański - ITME 

Recenzenci: prof. dr inż. Oerzy Fekecz - I n s t y t u t Elektrotechniki, 

Wrocław 

prof. dr hab. inż. Henryk a. Wierzba - Instytut Techno-

logii Elektronicznej Politechniki Gdańskiej 

I 
Da,ta nadania stopnia doktora nauk technicznych: 9 czerwca 1987 r. 

I 
INTERPRETACJA PROCESU DEGRADACai PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH » ' 

TWORZYWA WARYSTOROWEGO NA BAZIE ZnO 

W WARUNKACH PRACY 

Przedmioteni pracy były badania tworzyw warystorowych, których głów-

nym składnikiem jest tlenek cynku, a w szczególności badania zjawisk 

zwięzanych z degradację ich charakterystyki prędowo-naplęciowej ( l - v ) . 
Przedstawiono krytyczny przeględ literatury światowej ne temat 

własności badanych tworzyw. Wytworzono własne próbki warystorów o włas-

nościach nie odbiegających od wyrobów innych firm. Potwierdziły to ba-

dania zależności C-V, zależności charakterystyki I-V od temperatury 

i badania mikrostruktury. 

Przeprowadzono badania stabilności warystorów w warunkach pracy 

długotrwałej, m.in. cykliczną próbę degradacji i próbę degradacji przy 

przestrzennych kierunkach przewodzenia. > 

Na podstawie badań zaproponowano nowę interpretację mechanizmu zja-

wiska degradacji. Głównym czynnikiem powodującym zmiany charakterys-

tyki I-V Jest desorpcja jonów tlenu z aktywnych w procesie przewod-

nictwa granic zlarn ZnO. OOny tlenu są następnie transportowane po 

granicach ziarn do elektrody. Model wyjaśnia zjawiska związane z de-

gradacją charakterystyki I-V tworzywa warystorowego. Wysunięte zosta-

ły wnioski dotyczące sposobów podwyższania stabilności warystorów ZnO. 

Wyniki pracy zostaną opublikowane w Jednym z najbliższych numerów 

-Prac ITME". 
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I N F O R M A C J A D L A A U T O R Ó W 

RedaKcja MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH uprzejmie prosi Autorów o prze-
strzeganie podanych niżej wskazówek: 

1. Objętości artykułów nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu łącznie 
z rysunkami i tabelami. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczycłn arkuszach formatu A4, jedno-
stronnie z interlinią (co drugi wiersz), z marginesem 3,5 cm ż lewej strony. Na ar-
kuszu pie powinno być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie st rony 
powinny być numerowane. 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w k tórych powinny być umie-
szczone rysunki i talDele, ' 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zby t dużych) należy wykonywać osobno, 
nie w maszynopisie całego artykułu, w 2 egzemplarzach na oddzielnych arku-
szach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 2 egzemplarzach; powinny być dołączone krótk ie 
streszczenia w języku polskim, rosyjskim i angielskim, również w 2 egzempla-
rzach, także przetłumaczony tytuł artykułu. 

6. Wzory należy numerować kolejno cy f rami arabskimi w nawiasach okrągłych. 
7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz 

załączone oddzielnie w usz tywnbne j kopercie. Spisy rysunków zawierające te-
ksty napisów pod rysunkami należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu 
artykułów) w 2 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na przezroczyste) 
kalce, tuszem. 

8. Fotograf ie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze foto-
graf icznym. Numery fotograf i i i powiększenie należy podawać na odwrocie -
ołówkiefn. Numeracją należy objąć rysunki i fo tograf ie łącznie. W przypadku gdy 
istotne jest rozmieszczenie fotografi i , zamieszczenie doda tkowych wskaźników 
lub skali - prosimy o sporządzenie makiety (niezależnie od fotograf i i do reprodu-
kcji). 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno na-
zwisko autora i pierwsze litery imion, pełny tytuł dzieła, tytuł czasopisma, numer 
tomu i zeszytu, miejsce wydania-i rok, ewentualny numer strony. Pozyc je wy-
kazu l i teratury powinny być ponumerowane, w tekście powołania na numer po-
zycji w nawiasach kwadratowych, np. 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wiel-
kości we wzorach muszą być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie 
Normy i Międzynarodowy Układ Miar (SI). 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie pop rawbny 
przez Autora. Nazwy fonetyczne użytych liter greckich lub innych oznaczeń na-
leży podawać ołówkiem w lewym marginesie. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyj-
nych, niezbednych skrótów, korekty styl istycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowania w, ,Mater ia łach Elektronicznych" uwa-
żany jest za równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była druko-
wana ani wysłana do druku w żadnym innym czasopiśmie kra jowym lub zagrani-
cznym. 

14. Maszynopis artykułu należy zaopatrzyć pełnym imieniem i nazwiskiem Autora 
oraz nazwą i adresem instytucji. W oddzielnej notatce prosimy o podawanie ty-
tułu naukowego lub zawodowego oraz adresu domowego Autora (celem prze-
słania honorarium). W przypadku artykułu opracowanego przez zespół Autorów 
prosimy o podanie procentowego udziału autorskiego. Bez t ych danych honora-
rium będzie dzielone na równe części. 
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